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Ni-Co고용체/Au p-형 오믹전극을 사용한 질화갈륨계 녹색 발광다이오드 성능 향상 연구
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초 록: 질화갈륨계 발광다이오드는 차세대 반도체 조명용 및 기타 광전소자 등에의 응용 가능성 때문에 주목

을 받고 있다. 본 발표에서는  발광다이오드용 In/ITO 전극이 p-형 질화갈륨과 열처리 후 오믹접촉을 이루

는 메커니즘을 설명한다.

1. 서론 

III-V족 질화물 반도체는 광전소자, 즉 발광다이오드, 레이져 다이오드, 자외선 검출기 등의 광전 
소자에의 응용 목적으로 관심을 끌어 왔다. 특히, 발광다이오드의 전기적 및 광학적 특성 향상을 위해, 낮은 
접촉 저항과 높은 광투과도를 가진 오믹 전극의 개발이 필요하다. 이것은 특히 p-형 질화갈륨과의 오믹 접촉 
형성에 대해 사실인데, 왜냐하면 두 가지의 장벽, 즉, p-형 질화갈륨의 홀 농도를 높이는 것의 어려움과 p-형 
질화갈륨보다 일함수가 더 큰 전극 금속의 부재 때문이다. 그러므로, 다양한 방법, 즉, 증착 및 열처리 기술, 
초격자 구조 도입, 표면 처리 등을 이용하여 다양한 전극 구조가 낮은 저항을 달성하기 위해 연구되어 왔다. 
파란색 발광다이오드의 p-형 오믹 전극에 대해서는, Ni/Au 전극이 가장 널리 사용되어 왔는데, 이것은 이 
전극 구조의 낮은 접촉 저항과 일정 수준의 광투과도, 소자 공정 도입에의 용이함, 그리고 낮은 가격 
때문이었다. 이 Ni/Au 전극의 전기적 및 광학적 특성을 더욱 향상시키기 위해, 마그네슘과 아연이 Ni-Mg 
과 Ni-Zn 고용체 형태로 도입되었다. 이러한 Mg과 Zn의 도입은 효과적으로 접촉 저항과 광투과도를 기존의 
Ni/Au 전극 보다 향상시켰다.

2. 본론 

본 발표에서는, 우리 그룹은 Ni-Co 고용체/Au 구조를 도입하여 낮은 저항과 고투명성의 p-형 오믹 전극을 
개발하여 고성능 녹색 LED(530 nm)에 도입한 결과를 보고한다. 코발트는 Co-Ga 합금 그리고/또는 질화갈륨 
으로부터의 수소 탈착을 위해 첨가하였는데, 이 모두는 p-형 오믹접촉 형성에 긍정적인 것들이다. 

3. 결론 

Ni-Co 고용체(5 nm)/Au(5 nm) 전극구조는 550도에서 열처리 하였을 때 접촉저항 of 6.510-4 Ωcm2 과 530 
nm 에서의 광투과도 ~71.7 %를 달성하였다. 이러한 Ni-Co 고용체(5 nm)/Au(5 nm) 전극구조가 실제 LED에 
적용되어, 기존의 Ni/Au 전극이 적용된 LED와의 성능 비교 결과 우수한 광출력 향상 결과를 보여주었다.
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